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(57)  약

본  도체  트랜치 리막 ,  에 마스크막  하는 단계 , 마스크막

 한 식각  에 트랜치  하는 단계 , 트랜치  1 연막  채우는 단계 , 습식

트랜치  내벽 상 가 도  1 연막  리 스시키는 단계 , 그리고 고 도 플라 마  한 

착  식각  복하여 1 연막  리 스   2 연막  채우 , 첫 째 착  식각  루어진

후에 수  라 컬 처리  수행하는 단계  포함한다.

  도 - 도4
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특허청  

청 항 1 

 에 마스크막  하는 단계;

상  마스크막  한 식각  상  에 트랜치  하는 단계;

상  트랜치  1 연막  채우는 단계;

습식  상  트랜치  내벽 상 가 도  상  1 연막  리 스시키는 단계;

고 도 플라 마  한 착  식각  복하여 상  1 연막  리 스   2 연막

채우 , 첫 째 착  식각  루어진 후에 수  라 컬 처리  수행하는 단계; 

상  수  라 컬 처리에 해 생  수  라 컬 거  한 산  플라 마 처리  수행하는 단계  포함하

는 도체  트랜치 리막 .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  1 연막  스핀-  연막  하는 도체  트랜치 리막 .

청 항 3 

1항에 어 ,

상  수  라 컬 처리는 수  리 트 플라 마  사 하여 수행하는 도체  트랜치 리막 

.

청 항 4 

1항에 어 ,

상  2 연막  고 도 플라 마 산 막  하는 도체  트랜치 리막 .

청 항 5 

삭

  

 상 한 

     

         하는 술  그 야  래 술

본  도체  에 한 것 , 특  도체  트랜치 리막 에 한 것<2>

다.

근 도체  고집  경향에 라 간  리거리가 매우 짧아지고 다. 에 라  통<3>

스(LOCOS; LOCal Oxidation of Silicon) 태  리 는 한계  나타내고 다. 라  스

는 가능한 치수  리  해, 도체 에 트랜치  하고,  트랜치  연물  매립함  

리  실 하는 트랜치 리막  리 사 고 다.

 같  트랜치 리막  하는   하 ,  도체  에 하드마스크막<4>

하여 역  한 하는 리 역  도체  시킨다. 다 에 하드마스크막  식각마스

크  한 식각   도체    식각하여 리  트랜치  한다. 다 에 트랜치 

 한 식각에 해 생  트랜치 내벽 상  거하  하여 측벽산 막  트랜치 내벽에 하고, 그 

에 라 질 막  한다. 다 에 연막  착하여 트랜치  매립시키는 갭-필(gap-fill)  수행한다. 다
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에 하드마스크막  도  학 계 평탄 (CMP)  한 평탄  수행한다. 다 에 남  하

드마스크막  거하  트랜치 리막  만들어진다.

 같  트랜치 리막 과 에 어 , 가 고집 에 라 트랜치 내  연막  채우<5>

는 갭-필 공   어 워지고 는 실 다. 라  근에는 스핀-  연막(SOD; Spin-On Dielectric)

 갭-필  수행하는  안   다.  에 , PSZ(Polysilazane)  같  액체상태  연물

질  스핀- (spin coating)시  트랜치 내  채운다. 다 에 열공  수행하여 매  거하고 막질

동 시킨다. 다 에 치 (curing)공  수행하고, 어  평탄  수행하여 하드마스크막  도

한다. 다 에 습식  수행하여 스핀-  연막  리 스(recess)시킨다. 그리고 고 도 플라 마(HDP; High

Density Plasma) 식  산 막에 한 착  식각  복하여 리 스   매립시킴  트랜치 

리막  한다.

그런  습식 시 스핀-  연막  리 스 에 라 는 트랜치 측벽  매우 거칠게 , 후  고<6>

도 플라 마 산 막  한 착  식각시  거칠  트랜치 측벽에 플 린(F)  남게 다. 특  거칠

 하여 가티브 울  갖는  생 고,  가티브 울  갖는 에 남  플 린(F)  산

(O2) 플라 마 처리 도 쉽게 거 지 않는다.  같  하는 플 린(F)  트랜치 내에 보 드(void)

하여 트랜치 리 특  열  야 할 수 다.

         루고  하는 술  과

본  루고  하는 술  과 는, 스핀-  연막  에 해 트랜치   측벽  가티브 울<7>

 갖는 에 남게 는 플 린(F)  거함  보 드 생  억 하여 트랜치 리 특  열  

지할 수 도  하는 도체  트랜치 리막  공하는 것 다.

       

본   실시 에  도체  트랜치 리막 ,  에 마스크막  하는<8>

단계; 상  마스크막  한 식각  상  에 트랜치  하는 단계; 상  트랜치  1 연막

 채우는 단계; 습식  상  트랜치  내벽 상 가 도  상  1 연막  리 스시키는 단계;

 고 도 플라 마  한 착  식각  복하여 상  1 연막  리 스   2 연막

 채우 , 첫 째 착  식각  루어진 후에 수  라 컬 처리  수행하는 단계  포함한다.

상  1 연막  스핀-  연막  할 수 다.<9>

상  수  라 컬 처리는 수  리 트 플라 마  사 하여 수행할 수 다.<10>

상  2 연막  고 도 플라 마 산 막  할 수 다.<11>

상  수  라 컬 처리  수행한 후에 수  라 컬 거  한 산  플라 마 처리  수행하는 단계   포함<12>

할 수 다.

하 첨 도  참 하  본  실시  보다 상 하게 하  한다.<13>

도 1 내지 도 7  본 에  도체  트랜치 리막  하  하여 나타내 보  단<14>

도들 다.

도 1  참 하 , 실리 과 같  (100) 에 마스크막 (110)  한다.  마스크막 (110)<15>

산 막 (111)  드질 막 (112)  순차  치 는  갖는다. 마스크막 (110)에 해

(100)   리 역에 해당하는  다. 마스크막 (110)  한 후에는, 마스크막

(110)  식각마스크  한 식각  (100)     식각한다.  식각  건식식각

사 하여 수행할 수 ,  식각에 해 (100)  리 역에는   트랜치(120)가 만들어

진다.

비  도 에 나타내지는 않았지만, 트랜치(120)  한 후에 트랜치  한 식각공 에 해 생  트<16>

랜치 내벽 상  거하  하여 측벽산 막(미도시)  트랜치(120) 내벽에 하고, 그 에 라  질 막

(미도시)  할 수 다.

도 2  참 하 , 트랜치(120) 내 가 채워지도  에 1 연막  스핀-  연막(SOD)(131)  한<17>

- 3 -

등록특허 10-0869853



다.  PSZ(Polysilazane)과 같  액체 상태  연물질  스핀 (spin coating)  사 하여 한다. 다

에 열처리  수행하여 매  거하고 막질  동 시킨다. 다 에 치 공  수행한다.

도 3  참 하 , 스핀-  연막(131)에 한 평탄  수행하여 마스크막 (110)  도  한다.<18>

 평탄 는 학 계 폴리싱(CMP)  사 하여 수행할 수 다. 다 에 평탄 에 한 순물 거  

한 습식  수행한다. 스핀-  연막(131)  습식 액에 한 거  , 에 라 습식  

루어진 후 스핀-  연막(131)  리 스 어, 트랜치(120)  측벽 상 가 다.

다 에 2 연막  고 도 플라 마 산 막  착하는 , 고 도 플라 마 산 막  착(deposition)과<19>

식각(etching)   복  수행하여 한다.  SiH4 가스  O2 가스  한 착  수행하여 고

도 플라 마 산 막  착하고, 어  -시츄(in-situ)  NF3 가스  한 식각공  수행하여 착  고

도 플라 마 산 막 어리들  트랜치(120) 닥 에 도  한다. 그런  습식 에 해 스핀-  연

막(131)  리 스 어 는 트랜치(120) 측벽 상 는 그 거칠 (roughness)가 심해지고, 라  고 도 플

라 마 산 막 착  해 수행 는 첫 착공 에  고 도 플라 마 산 막 어리(140)들  거칠게 트랜치

(120)  측벽  상 에  착 다.  후  -시츄  수행 는  식각공 에  해  식각가스  생 는  플 린

(F)(150)  트랜치(120) 측벽 상 에 착 는 , 특  어리(140)에 해 만들어지는 가티브 울 에 착

 플 린(F)(150)  쉽게 거 지 않는다. 경우에 라 는 고 도 플라 마 산 막  착하  에 라

 할 수도 다.

도 4  참 하 ,  상  가티브 울 에 착  플 린(F)(150)  거하  하여 수  라 컬(H*)  처리<20>

(Hydrogen radical treatment)  수행한다.  수  라 컬 처리는 수  리 트 플라 마(H remote plasma)

 사 하여 수행한다.  (100)  챔  내에 시킨 후에, 원격에  수  라 컬  하고,  수

라 컬(H*)  플라 마 상태  (100)에 공 시킨다.  같  공  수  라 컬(H*)  트랜치(120) 측벽

상 에 착  플 린(F)(150)과 고, 에 라 플 린(F)(150)  거 다.

도 5  참 하 , 수  라 컬(H*)  공 하여 플 린(F)  거한 후에는 산 (O2) 플라 마 처리  수행하여<21>

트랜치(120)  내에 남아 는 수  라 컬(H*)   거한다.  또한 산 (O2)  플라 마 처리에 해 트랜치

(120)  측벽 거칠 는 다.

도 6  참 하 , 고 도 플라 마 산 막  착  식각공  계  복  수행하여 트랜치(120)가 고<22>

도 플라 마 산 막(132)에 해 매립 도  한다. 다 에 마스크막 (110)  도  평탄  수행

한 후에 마스크막 (110)  거한다. 그러  도 7에 나타낸  같 , 트랜치(120) 하 에는 스핀-  연

막(131)  매립 고, 트랜치(120) 상 에는 고 도 플라 마 산 막(132)  매립 어 는 트랜치 

리막(130)  만들어진다.

     과

지 지 한  같 , 본 에  도체  트랜치 리막 에 , 스핀-  연<23>

막  1 연막  한 후 리 스시키고, 후에 고 도 플라 마 산 막  2 연막  착  식각

단계  복하여 수행하는 과 에  첫 째 착  식각  수행한 후에 수  라 컬 처리  수행함 , 트

랜치 측벽  플 린(F)  거할 수 , 에 라 에 플 린(F)에 한 보 드 생  억 시킬 수 

다는  공 다.

도  간단한 

도 1 내지 도 7  본 에  도체  트랜치 리막  하  하여 나타내 보  단<1>

도들 다.
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도

    도 1

    도 2

    도 3
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    도 4

    도 5
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    도 6

    도 7
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